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Ga2O3 je intenzivně studovaným polovodičovým materiálem čtvrté generace s vysokou šířkou 

zakázaného pásu s aplikacemi ve výkonové elektronice a optoelektronice [1]. Ga2O3 lze připravit 

ve formě objemových krystalů, tenkých vrstev i nanostruktur. Jednou z hlavních vědeckých 

výzev posledních let je příprava vysoce kvalitních tenkých vrstev, které by splnily požadavky pro 

využití v optoelektronice v hluboké ultrafialové oblasti. 

Předmětem zájmu studenta bude: (a) příprava vrstev Ga2O3 metodou mist-CVD [Obr. 1]; (b) 

optimalizace růstových podmínek pro přípravu vysoce kvalitních tenkých vrstev; (c) studium 

optických vlastnosti tenkých vrstev pomoci UV-VIS a fotoluminiscenční spektroskopie; (d) 

návrh, realizace a charakterizace fotodetektoru na bázi tenkých vrstev Ga2O3. 

 

Obrázek. 1 Schematická prezentace aparatury (mist-CVD) pro růst tenkých vrstev Ga2O3 [2]. 
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